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Pasillymas yra i§ puslaidininkings elektronikos srities, o batent - aktyvieji puslaidininkiniai elementai,

turintys keturis ivadus, ir gali bdti vartojami elektroninése automatikos sistemose, atminties jtaisuose
skaitmeninés informacijos saugojimui bei apdorojimui, registruose, skaitikliuose, parametriniuose stiprintuvuose,
daznio kitimo ir dauginimo jrenginiuose, ir t. tPalyginus su analogu, pasidlytuose tetrody n-p-n arba p-n-p
konstrukcijy variantuose bazeés aktyvioji sritis neturi ja Suntucjandiy pasyviyjy sridiy ir aktyviosios srities
geometriniai bei medZiagos parametrai yra parinkti taip, jog tetroduose néra jy veikg ribojandio dvipolio
tranzistorinio efekto. Tai yra pasiekiama tetrodo konstrukcijoje izoliuojant bazés aktyviaja sritj, bei jgyvendinant jo
gerai veikai batinas salygas: L g < Wa < d pn(max bei A Egs>A E 4k k).



LT 6076 B

Pasililymas yra i§ puslaidininkinés elektronikos srities, o bltent —
aktyvieji puslaidininkiniai elementai, turintys keturis iSvadus, ir gali bati vartojami
elektroninése automatikos sistemose, atminties jtaisuose skaitmeninés informacijos
saugojimui bei apdorojimui, registruose, skaitikliuose, parametriniuose stiprintuvuose,

daznio kitimo ir dauginimo jrenginiuose, ir t. t.

Analogas yra sudarytas i$ trijy puslaidininkiniy sluoksniy n—p-n arba
p-n—p laidumo, kur vidurinysis sluoksnis — baze turi du ominius kontaktus su
iSvadais: bazeés pirmasis bei antrasis iSvadai, kurie yra sumontuoti bazés sluoksnio
prieSinguose galuose ir tai leidzia sudaryti bazés srove /gg, tekanciag iSilgai bazés
lygiagreéiai p—n sandiry plok§tumoms, o krastiniai sluoksniai — emiteris ir kolektorius
turi atitinkamus ominius kontaktus su emiterio ir kolektoriaus i$vadais
(A. C. 1674672 (CCCP). Jlornyeckas cxema WCKJIIOHAIOLWLEE WUNK / Y. W.
Masacapwuc. - MNMon. peL. ot 25.07.1990).

Analogo trukumas yra tai, kad jtaiso veika yra ribojama dvipolio
tranzistorinio efekto, kuris yra pamatinis dvipolio tranzistoriaus veikai ir
nepagedautinas puslaidininkinio tetrodo atveju.

Analogo trikumams pasalinti puslaidininkiniame tetrode, sudarytame
i$ trijy skirtingo laidumo sluoksniy: n—p—n arba p—n—p laidumo, kuriy vidurinis p— arba
n— sluoksnis — bazé turi du ominius kontaktus su i$vadais, kurie yra sumontuoti
bazés sluoksnio prieSinguose galuose, krastiniai n— arba p— sluoksniai — emiteris ir
kolektorius turi sumontuotus ominius kontaktus su emiterio ir kolektoriaus i§vadais,
kitaip negu analoge yra padarytas n—p—n arba p—n-p darinys, kuris yra suformuotas
epitaksiniame, pavyzdZiui, n- laidumo puslaidininkiniame sluoksnyje, patalpintame
ant dielektrinio Silumai laidaus padéklo— pamatinio sluoksnio, epitaksiniame
sluoksnyje iki pat padéklo yra padarytas stagiakampio formos izoliacinis griovelis,
kuris yra uZpildytas dielektriku, to izoliacinio sta¢iakampio viduje prie prie$ingy vidiniy
krasty yra suformuotos dvi vienodos stadiakampés p*- laidumo sritis — emiterio ir
kolektoriaus, o mineto izoliacinio statiakampio viduje prie kitu priesingy vidiniy krasty
yra suformuotos dar dvi vienodos staciakampés n*- laidumo sritis — bazés pirmojo ir
antrojo iSvady ominiy kontakty sritis, kur Sios ir emiterio bei kolektoriaus sritys yra
padarytos per visg epitaksinio sluoksnio storj iki dielektrinio padéklo, o $iy sriciy
pavirSiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais i$vadais — bazés

pirmuoju ir antruoju, emiterio ir kolektoriaus, kur atstumas nuo emiterio srities iki
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kolektoriaus srities — bazés storis yra padarytas didesnis uZ S$alutiniy krivininky
difuzijos nuotolj bazéje, bet maZesnis uz emiterio bei kolektoriaus p—n sandiry
nuskurdinto sluoksnio maksimaly storj, kuriam esant jvyksta p—n sandiry elektrinis

pramusimas.

Kitame puslaidininkinio tetrodo variante, pavyzdZiui, n—p—n darinys
yra padarytas ant pamatinio sluoksnio, pavyzdZiui, n*- laidumo sluoksnio —
kolektoriaus, ant kurio yra suformuotas epitaksinis p- laidumo sluoksnis — baze,
kurioje yra suformuota stadiakampé n*- laidumo sritis — emiteris, kurio storis yra
padarytas maZesnis uz bazés epitaksinio sluoksnio storj ir tokiu budu yra sudarytas
bazés storis, o aplink emiterio sritj yra padarytas stadiakampio pavidalo n- laidumo
izoliacinis Ziedas, kurio storis yra padarytas per visg bazés epitaksinio sluoksnio storj
iki kolektoriaus sluoksnio, Ziedo vidinis plotas yra padarytas didesnis uz emiterio sritj
ir susidariusioje staGiakampio pavidalo bazés srityje prie prieSingy vidiniy krasty yra
suformuotos dvi vienodos stagiakampeés p*- laidumo sritis — bazés pirmojo ir antrojo
iSvady ominiy kontakty sritis, tarp kuriy yra patalpinta emiterio sritis ir tarp Sios srities
prieSingy krastiniy ir Ziedo, lygiagrediai simetrijos asiai iSilgai bazés srities jos ominiy
kontaktu kryptimi, per visg bazés epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau yra
padarytos stadiakampio formos papildomos izoliacinés sritis, kurios yra uZpildytos
dielektriku, tarp kuriy yra patalpinta emiterio sritis, ir $alia vienos i§ papildomy
izoliaciniy sri€iy uz Ziedo per visg bazés epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau
yra padaryta stadiakampio formos n* laidumo sritis — kolektoriaus ominio kontakto
sritis, kurios pavirSiuje ir kity — emiterio bei bazés ominiy kontakty sri¢iy pavirSiuose
yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais i§vadais — kolektoriaus, emiterio bei
bazés pirmasis ir antrasis iSvadai.

Dar kitame puslaidininkinio tetrodo variante, pavyzdZiui, p—n-p
darinys yra padarytas ant pamatinio n*- laidumo sluoksnio — bazés antrojo ominio
kontakto, ant kurio yra suformuotas epitaksinis n- laidumo sluoksnis — baze, kurioje
yra suformuotos dvi $alia iSdéstytos statiakampés p*- laidumo sritys — emiteris ir
kolektorius, kuriy storiai yra padaryti per visg bazés epitaksinio sluoksnio storj ir
truputi daugiau, tarp kolektoriaus ir emiterio sri¢iy yra suformuota n*- laidumo sritys —
bazés pirmojo ominio kontakto sritis, kurios storis yra padarytas maZesnis uz bazes
epitaksinio sluoksnio storj, o kolektoriaus, emiterio ir bazés pirmojo ominio kontakto
sritys yra patalpintos tarp dviejy staCiakampio formos izoliaciniy srigiy, uZpildyty
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dielektriku, kuriy storis yra padarytas ne maZesnis uz kolektoriaus ir emiterio sriCiy
storj, ir $alia vienos i§ izoliaciniy srigiy, prieSingoje bazés pirmojo ominio kontakto
sridiai, per visg bazés epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau yra padaryta
stagiakampio formos n*- laidumo sritis — bazés antrojo ominio kontakto sritis, kurios
pavir§iuje ir kity — kolektoriaus, emiterio bei bazés pirmojo ominiy kontakty sriCiy
pavir§iuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais iSvadais — bazes

antrasis, kolektoriaus, emiterio bei bazés pirmasis iSvadai.

Dar kitame puslaidininkinio tetrodo variante n-p—-n arba p-n-p
darinys yra padarytas su viduriniu p— arba n— sluoksniu — baze i§ pladiajuoscio
puslaidininkio su draustiniy energijy juostos plogiu A Eg g didesniu uz karstiniy
sluoksniy — emiterio ir kolektoriaus, kurie yra padaryti i§ siaurajuoséiy puslaidininkiy
su draustiniy energijy juostos plo€iu atitinkamai A Ege ir A Eg, t. y. turime sglyga: A
Egg>AEgE k.

Puslaidininkinio tetrodo struktiiros planarinio ir pjavio dariniy variantai
yra parodyti atitinkamai Fig.1, a, b— Fig.3, a, b, ia skai€iais paZzyméta: 1 — pamatinis
sluoksnis: dielektrikas (Fig. 1) arba puslaidininkis n*- laidumo (Fig. 2, Fig. 3); 2 -
epitaksinis puslaidininkinis sluoksnis n- (Fig. 1, Fig. 3) arba p- (Fig. 2) laidumo; 3-5 —
atitinkamai emiterio, kolektoriaus ir bazés puslaidininkinés sritys; 6 — izoliaciné sritis:
dielektrikas (Fig. 1) arba prieSingo laidumo puslaidininkio intarpas (Fig. 2); 7 ir 8 —
atitinkamai emiterio 3 ir kolektoriaus 4 ominiai kontaktai— iSvadai; 9 ir 10—
atitinkamai bazés 5 ominiy kontakty 11 ir 12 stipriai legiruotos puslaidininkinés sritys;
13 ir 14 — bazés 5 aktyvigjg sritj izoliuojanéios papildomos dielektrinés sritys (Fig. 2,
Fig. 3).

Puslaidininkinio tetrodo, pavyzdziui, p-n-p darinys, kurio struktlros
planarinis ir pjlvio vaizdai yra parodyti atitinkamai Fig.1, a ir b, yra suformuotas
epitaksiniame n- laidumo puslaidininkiniame sluoksnyje 2, patalpintame ant
dielektrinio padéklo 1 — pamatinio sluoksnio. Epitaksiniame sluoksnyje 2 iki pat
padeéklo 1 yra padarytas staCiakampio formos izoliacinis griovelis 6, kuris yra
uZpildytas dielektriku, pavyzdziui, SiO,, ir Sio izoliacinio statiakampio 6 viduje prie
prieSingy vidiniy krasty yra suformuotos dvi vienodos stadiakampés p*- laidumo
sritis — emiterio 3 ir kolektoriaus 4, o minéto izoliacinio stagiakampio 6 viduje prie kitu
priesingy vidiniy kradty yra suformuotos dar dvi vienodos stadiakampés n*- laidumo

sritis 9 ir 10 — bazés 5 atitinkamai pirmojo ir antrojo i§vady 11 ir 12 atitinkamy ominiy
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kontakty sritis, kur $ios ir emiterio 7 bei kolektoriaus 8 atitinkamos sritys 3 ir 4 yra
padarytos per visg epitaksinio sluoksnio 2 storj iki dielektrinio padéklo 1, o 8iy sriCiy
3, 4, 9 ir 10 pavir§iuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais i§vadais —
bazés pirmuoju 11 ir antruoju 12, emiterio 7 ir kolektoriaus 8, kur atstumas nuo
emiterio srities 3 iki kolektoriaus srities 4 — bazés storis W yra padarytas didesnis uz
$alutiniy kravininky difuzijos nuotolj Lg bazéje, bet maZesnis uz emiterio 7 bei
kolektoriaus 8 p—n sandiry nuskurdinto sluoksnio maksimaly storj dp.n max, kuriam
esant jvyksta p—n sanddry elektrinis pramusimas, t. y. tetrodo konstrukcijai yra
tenkinama nelygybé: Lg < Wg < < dp.n max-

Kito puslaidininkinio tetrodo, pavyzdZiui, n—p-n darinys, kurio
struktlros planarinis ir pjlvio vaizdai yra parodyti atitinkamai Fig.2, a ir b, yra
padarytas ant pamatinio sluoksnio 1, pavyzdZiui, n*- laidumo sluoksnio —
kolektoriaus, ant kurio yra suformuotas epitaksinis p- laidumo sluoksnis 2 — baze 5,
kurioje yra suformuota stagiakampé n*- laidumo sritis 3 — emiteris, kurio storis yra
padarytas mazesnis uZz bazés 5 epitaksinio sluoksnio 2 storj ir tokiu bldu yra
sudarytas bazés storis Wg, o aplink emiterio sritj 3 yra padarytas staciakampio
pavidalo n- laidumo izoliacinis Ziedas 6, kurio storis yra padarytas per visg bazés 5
epitaksinio sluoksnio 2 storj iki kolektoriaus sluoksnio 1. Ziedo 6 vidinis plotas yra
padarytas didesnis uz emiterio sritj 3 ir susidariusioje statiakampio pavidalo bazés
srityje 5 prie priesingy vidiniy krasty yra suformuotos dvi vienodos stagiakampeés p*-
laidumo sritis 9 ir 10 — atitinkamai bazés pirmojo ir antrojo iSvady 11 ir 12 ominiy
kontakty sritis 9 ir 10, tarp kuriy yra patalpinta emiterio sritis 3 ir tarp Sios srities
prieSingy krastiniy ir Ziedo 6, lygiagrediai simetrijos asiai iSilgai bazés srities jos
ominiy kontaktu 11 ir 12 kryptimi, per visg bazés 5 epitaksinio sluoksnio 2 storj ir
truputi daugiau yra padarytos stadiakampio formos papildomos izoliacinés sritis 13 ir
14, tarp kuriy yra patalpinta emiterio sritis 3. Salia vienos i$ papildomy izoliaciniy
sri¢iy, pavyzdziui, 13, uz Ziedo 6 per visg bazeés 5 epitaksinio sluoksnio 2 storj ir
truputi daugiau yra padaryta statiakampio formos n* laidumo sritis 4 — kolektoriaus
ominio kontakto 8 sritis, kurios pavirSiuje ir kity — emiterio 7 bei bazés 5 ominiy
kontakty srid¢iy 4, 3, 9 ir 10 pavirSiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su
atitinkamais iSvadais — kolektoriaus 8, emiterio 7 bei bazés pirmasis 11 ir antrasis 12

iSvadai.

Dar kito puslaidininkinio tetrodo, pavyzdZiui, p-n—p darinys, kurio
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struktlros planarinis ir pjlvio vaizdai yra parodyti atitinkamai Fig.3, a ir b, yra
padarytas ant pamatinio, pavyzdZiui, n*- laidumo sluoksnio 1— bazés 5 antrojo
ominio kontakto 12, ant kurio yra suformuotas epitaksinis n- laidumo sluoksnis 2 —
baze 5, kurioje yra suformuotos dvi $alia iSdéstytos stagiakampes p*- laidumo sritys 3
ir 4 — atitinkamai emiteris 7 ir kolektorius 8, kuriy storiai yra padaryti per visg bazés 5
epitaksinio sluoksnio 2 storj ir truputi daugiau. Tarp kolektoriaus 4 ir emiterio 3 sriciy
yra suformuota n*- laidumo sritys 9 — bazés 5 pirmojo ominio kontakto 11 sritis,
kurios storis Wp yra padarytas mazesnis uz bazés 5 epitaksinio sluoksnio 2 storj, o
kolektoriaus 8, emiterio 7 ir bazés 5 pirmojo ominio kontakto 11 atitinkamos sritys 4,
3 ir 9 yra patalpintos tarp dviejy staciakampio formos izoliaciniy sri¢iy 13 ir 14,
pavyzdZiui, SiO,, kuriy storis yra padarytas ne mazesnis uz kolektoriaus 8 ir emiterio
7 atitinkamy srigiy 4 ir 3 storj. Salia vienos i$ izoliaciniy srigiy, pavyzdZiui, 14,
priesingoje bazés 5 pirmojo ominio kontakto 11 sriiai 9, per visg bazés 5 epitaksinio
sluoksnio 2 storj ir truputi daugiau yra padaryta statiakampio formos n*- laidumo
sritis 10 — bazés 5 antrojo ominio kontakto 12 sritis 10, kurios pavirSiuje ir kity —
kolektoriaus 8, emiterio 7 bei bazés 5 pirmojo ominiy kontakty 11 atitinkamy sriciy
10, 4, 3 ir 9 pavirSiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais iSvadais —
bazés antrasis 12, kolektoriaus 8, emiterio 7 bei bazés pirmasis 11 iSvadai.

Dar kitas puslaidininkinis tetrodas su n—p-n arba p-n—p laidumo
sluoksniais yra padarytas su viduriniu p— arba n— sluoksniu — baze i§ plagiajuos€io
puslaidininkio su draustiniy energijy juostos plo€iu A Ey g didesniu uz karstiniy n-
arba p- sluoksniy— emiterio ir kolektoriaus, kurie yra padaryti i§ siaurajuosciy
puslaidininkiy su draustiniy energijy juostos plo€iu atitinkamai A Egg ir A Eg, t. .

tetrodo konstrukcijai turime sglyga: A Egg > AEgE, k.

Puslaidininkinio tetrodo veikimas skiriasi nuo dvipolio tranzistoriaus
veikimo tuo, kad $alutiniy kravininky injekcija | baze 5 tetrode yra realizuojama
sudarius pakankamg soties srove /gg s iSilgai bazés srities 5 tarp bazés pirmojo 11 ir
antrojo 12 kontakty, kai tuo tarpu dvipoliame tranzistoriuje $alutiniy kravininky
injekcija j baze yra gaunama paveikus emiterine p—n sandirg tiesioginés krypties
atidarancio poliaringumo jtampa Uge. Kai tetrodo bazés 5 srové /gg > /g s, tai $iuo
atveju emiterio 7 ir kolektoriaus 8 p—n sanddry nuskurdintos sritys susilie¢ia bazés
aktyvioje srityje 5 ir, esant kolektoriaus-emiterio jtampai |Ukg| > 0, nuskurdinty sri¢iy

saly¢io plokStuma priartéja prie emiterio srities 3, arba prie kolektoriaus srities 4, ir i$
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$iy sri¢iy termoemisijos bldu Salutiniai krdvininkai patenka j baze 5. Sie $alutiniai
kravininkai bazeéje 5 dreifuodami uZdarytos p—n sandiros — kolektoriaus 8 arba
emiterio 7 elektriniame lauke Ex g, lemia emiterio-kolektoriaus arba kolektoriaus-
emiterio srove atitinkamai i gx (f) arba i ke (f). Detalus tetrodo veikos fizikinis
apraSymas yra pateiktas analogo $altinyje.

Palyginus su analogu, Siuose puslaidininkiniuose tetroduose néra jy
veika ribojanio dvipolio tranzistorinio efekto, kuris yra pamatinis dvipolio
tranzistoriaus veikai ir nepagedautinas puslaidininkinio tetrodo atveju. Tai yra
pasiekiama tetrodo konstrukcijoje jgyvendinant jo gerai veikai bitinas saglygas: Lg <
We < dp-nmax bei AEge > AEgE k.
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ISRADIMO APIBREZTIS

1. Puslaidininkinis tetrodas, sudarytas i$ trijy skirtingo laidumo
puslaidininkiniy sluoksniy: n—p—n arba p—n—p laidumo, kuriy vidurinis p— arba n-
sluoksnis — bazé turi du ominius kontaktus su iSvadais, kurie yra sumontuoti bazés
sluoksnio prieSinguose galuose, krastiniai n— arba p-— sluoksniai— emiteris ir
kolektorius turi sumontuotus ominius kontaktus su emiterio ir kolektoriaus iSvadais, b
esiskiriantis tuo, kad n—-p—n arba p—n—-p darinys yra suformuotas
epitaksiniame n- arba p- laidumo puslaidininkiniame sluoksnyje, patalpintame ant
dielektrinio padéklo — pamatinio sluoksnio, epitaksiniame sluoksnyje iki pat padékio
yra padarytas stadiakampio formos izoliacinis griovelis, kuris yra uZpildytas
dielektriku, to izoliacinio stadiakampio viduje prie prieSingy vidiniy krasty yra
suformuotos dvi vienodos stagiakampes p*- arba n*- laidumo sritis — emiterio ir
kolektoriaus, o minéto izoliacinio statiakampio viduje prie kitu priesingy vidiniy krasty
yra suformuotos dar dvi vienodos staciakampés n*- arba p*- laidumo sritis — bazés
pirmojo ir antrojo iSvady ominiy kontakty sritis, kur $ios ir emiterio bei kolektoriaus
sritys yra padarytos per visg epitaksinio sluoksnio storj iki dielektrinio padéklo, o $iy
sri¢iy pavirSiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais i§vadais — bazés
pirmuoju ir antruoju, emiterio ir kolektoriaus, kur atstumas nuo emiterio srities iki
kolektoriaus srities — bazés storis yra padarytas didesnis uz $alutiniy krvininky
difuzijos nuotolj bazéje, bet mazesnis uZz emiterio bei kolektoriaus p—n sandiiry
nuskurdinto sluoksnio maksimaly storj, kuriam esant jvyksta p—n sandiry elektrinis
pramusimas.

2. Puslaidininkinis tetrodas pagal 1 punkta, besiskiriantis
tuo, kad n—p-n arba p-n—p darinys yra padarytas ant pamatinio n*- arba p*-
sluoksnio — kolektoriaus, ant kurio yra suformuotas epitaksinis p- arba n- laidumo
sluoksnis — baze, kurioje yra suformuota statiakampé n*- arba p*- laidumo sritis —
emiteris, kurio storis yra padarytas maZesnis uz bazés epitaksinio sluoksnio storj ir
tokiu budu yra sudarytas bazés storis, o aplink emiterio sritj yra padarytas
stagiakampio pavidalo n- arba p- laidumo izoliacinis Ziedas, kurio storis yra padarytas
per visg bazés epitaksinio sluoksnio storj iki kolektoriaus sluoksnio, Ziedo vidinis
plotas yra padarytas didesnis uz emiterio srit] ir susidariusioje statiakampio pavidalo
bazes srityje prie priesingy vidiniy krasty yra suformuotos dvi vienodos stagiakampes

p’- arba n*- laidumo sritis — bazés pirmojo ir antrojo i$vady ominiy kontakty sritis, tarp
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lygiagrediai simetrijos asiai iSilgai bazés srities jos ominiy kontaktu kryptimi, per visg
bazés epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau yra padarytos staciakampio
formos papildomos izoliacinés sritis, kurios yra uZpildytos dielektriku, tarp kuriy yra
patalpinta emiterio sritis, ir $alia vienos i§ papildomy izoliaciniy sri¢iy uz Ziedo per
visg bazés epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau yra padaryta stadiakampio
formos n*- arba p’- laidumo sritis — kolektoriaus ominio kontakto sritis, kurios
pavirSiuje ir kity— emiterio bei bazés ominiy kontakty sri¢iy pavirSiuose yra
suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais i§vadais — kolektoriaus, emiterio bei

bazés pirmasis ir antrasis iSvadai.

3. Puslaidininkinis tetrodas pagal 1 punktg, besiskiriantis
tuo, kad p—n—p arba n—p-n darinys yra padarytas ant pamatinio n*- arba p*- laidumo
sluoksnio ~ bazés antrojo ominio kontakto, ant kurio yra suformuotas epitaksinis n-
arba p- laidumo sluoksnis — bazé, kurioje yra suformuotos dvi Salia iSdéstytos
stagiakampes p*- arba n*- laidumo sritys — emiteris ir kolektorius, kuriy storiai yra
padaryti per visg bazés epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau, tarp kolektoriaus
ir emiterio sri€iy yra suformuota n*- arba p’- laidumo sritys — bazés pirmojo ominio
kontakto sritis, kurios storis yra padarytas maZesnis uz bazés epitaksinio sluoksnio
storj, o kolektoriaus, emiterio ir bazés pirmojo ominio kontakto sritys yra patalpintos
tarp dviejy staCiakampio formos izoliaciniy sri¢iy, uZpildyty dielektriku, kuriy storis yra
padarytas ne mazZesnis uz kolektoriaus ir emiterio sri¢iy storj, ir $alia vienos i
izoliaciniy sriciy, prieSingoje bazés pirmojo ominio kontakto sri¢iai, per visg bazés
epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau yra padaryta stagiakampio formos n*-
arba p’- laidumo sritis — bazés antrojo ominio kontakto sritis, kurios pavirsiuje ir kity —
kolektoriaus, emiterio bei bazés pirmojo ominiy kontakty srigiy pavirSiuose yra
suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais i§vadais — bazés antrasis, kolektoriaus,
emiterio bei bazés pirmasis i§vadai.

4. Puslaidininkinis tetrodas pagal 1 punktag, besiskiriantis
tuo, kad n—p—n arba p—n—p darinys yra padarytas su viduriniu p— arba n— sluoksniu —
baze i§ pladiajuoséio puslaidininkio su draustiniy energijy juostos plo&iu A EyB
didesniu uZ kartiniy n— arba p— sluoksniy — emiterio ir kolektoriaus, kurie yra
padaryti i8 siaurajuosCiy puslaidininkiy su draustiniy energijy juostos plogiu
atitinkamai A Eg g ir A Eg , t. y. tetrodq sudarangiy puslaidininkiniy sluoksniy
medziagoms yra tenkinama salyga: A Egg > A EqE .
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